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= Para aprobar deben contestarse bien 6 puntos del total.

= (Cada pregunta otorga una cantidad de puntos especificada entre corchetes sobre el margen izquierdo.
= Si la pregunta es respondida correctamente suma el puntaje especificado.

= Si la pregunta tiene opciones y es respondida incorrectamente resta el puntaje especificado.

= Si la pregunta no es respondida no se asignan puntos.

» Utilizar V4, = 26 mV.

Una muestra de silicio que est4 dopada con N4 = 2 x 106 at/cm3, tiene una longitud L = 100 yum
y un drea A = 10 um?. Calcular la corriente (I [uA]) que circula cuando se conecta una fuente
de 3,3V entre los extremos de la muestra.

Calcular la carga por unidad de drea en el gate (Qf [C/cm?]) de una juntura MOS fabricada
con polysilicio dopado tipo N y sustrato dopado con Ng = 107 em =3, Cl,=2,7x 1077 F/cm?,
v=0,1 V12 Vv = 0,6V cuando se aplica Vgg = 1,7 V.

Dado un diodo de silicio P¥N con Np = 10® at/cm?®, A = 0,2mm? y Cijo=2,1- 10~MF, hallar
Na.

Por un JFET en saturacién circulan 150 yA. Hallar Vg considerando Ipgss = 500 A y V,, =
—1,2V.

En un proceso de fabricacién CMOS de sustrato tipo P, luego de aplicarse la mascara de NWELL,
jcudl es la siguiente?
A) N/P-SELECT, B) METAL, C)POLY, D)ZONA ACTIVA, E) CONTACTOS.

Calcular el tiempo de propagacién de un inversor CMOS en cuya salida se conecta una carga
Cr, = 1pF (despreciar las capacidades parasitas de los MOSFET). Datos: Vpp = 3,3V, Vg, =
0,7V, pn Chy = 120puA/V2, W, = 1,1 pm, Vp, = —0,9V, pu, C, = 40 uA/V2W, = 2,2 um,
L,=1L,=0,6um, A — 0.

Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacién con un transistor PNP con
parametros 8 = 265 y V4 = 40V. La tensién de alimentacion es Voo = 3V, y el transistor
estd polarizado con una resistencia de base Rp = 33 k{2, y una resistencia de colector, Rc = 120 ).
A la entrada del amplificador, se conecta una senial (vs) con resistencia serie Rs = 1k a través
de un capacitor de desacople de valor adecuado.

Hallar Avm R[N y ROUT~

Para el amplificador del punto 7 hallar la senal de salida v,,; cuando vy = 10mV.

Para el amplificador del punto 7 calcular la maxima tensién vy admisible sin que se manifieste
distorsién en las senales.

Un transistor MOSFET de potencia es utilizado en un regulador de tensiéon. En funcionamiento
continuo, la corriente sobre el transistor es 3 A y la tensién es Vpg = 10V. La temperatura
en el ambiente donde debe funcionar es 50°C. Las caracteristicas térmicas del dispositivo son
Tjmax = 125°C; 050 = 1,5°C/W y P (QT4 = 25°C) = 20 W, determinar si es necesario el uso
de un disipador y en caso afirmativo dar el valor de la resistencia térmica.

Realizar el corte lateral de un transistor TBJ de potencia indicando sus caracteristicas construc-
tivas mas importantes.
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